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1. 概要（Summary） 

 貴金属アシストシリコンエッチングがシリコンナノ構造体

形成方法の一つとして近年注目されている．当研究室で

はアシストエッチングに用いられる貴金属触媒の代替材

料として酸化グラフェン (graphene oxide: GO) を用い

た GOアシストエッチング技術の開発を行っている[1]．本

課題では GOアシストエッチングを用いて作製した試料

の表面形状および断面形状像取得のため京都大学ナノ

テクノロジーハブ拠点の 3Dレーザー顕微鏡および FE-

SEMを用いた． 

2. 実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

3D測定レーザー顕微鏡 

超高分解能電界放出型走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

P型シリコン基板に酸化グラフェンをスピンコート法で展

開したのち，基板をフッ酸および硝酸からなるエッチング

液に浸漬することでエッチングを行なった．エッチング後

の試料の表面形状および劈開した基板の断面形状像を

測定した．表面形状測定には京都大学ナノテクノロジー

ハブ拠点の 3Dレーザー顕微鏡(OLS4000-SAT,オリン

パス製)および FE-SEM (SU-8000, 日立ハイテクノロジ

ーズ)を用いた． 

3. 結果と考察（Results and Discussion） 

3Dレーザー顕微鏡および FE-SEMを用いて取得し

た GOアシストエッチング後の表面形状像およびライン

プロファイルを Fig. 1aに示す．各像から GO被覆部が

非被覆部よりも 200 nmほど深くエッチングされているこ

とが確認できた．また，FE-SEM像 (Fig. 1b) からはレ

ーザー顕微鏡では測定できなかった非被覆部のポーラ

ス構造が確認された． 

 

Fig. 1 a) A typical 3D laser microscope topographic 

image, and a cross-sectional profile. b) An FE-SEM 

cross-sectional image of GO-loaded silicon 

substrate after 4 min etching. 
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